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Siec Badawcza tukasiewicz

/@ﬂ Z 7000 pracownikow i 22 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12
MJ miastach Polski, jestesmy jedna z najwiekszych sieci badawczych w Europie.
0O Jestesmy nowoczesng instytucjg badawcza. Dziatajagc w Formule Science is
Business, spotykamy sie z przedsiebiorcami i oferujemy rozwigzania, ktdre
é pomagajg usprawniac dziatanie ich firm oraz tworzyc technologie zmieniajace
rzeczywistosc.

Posiadamy specjalistyczng aparature badawcza

Pracuja dla nas najlepsi. Stanowimy te czesc nauki, ktdra pracuje dla biznesu i
wspiera rozwoj polskich Firm.

'
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Misja, wizja, wartosci i obszary dziatan

Tworzymy i wdrazamy innowacyjne rozwigzania z zakresu Al, informatyki,
cyberbezpieczenstwa oraz przemystu 4.0. £3czymy nauke z biznesem.

Dynamiczna organizacja sieciowa tworzgca innowacyjne rozwigzania
stosowane w kluczowych sektorach gospodarki

PASJA + KREATYWNOSC + ODWAGA + RZETELNOSC + WSPOtPRACA

Obronnosg i Transformacja Gospodarka o obiegu Chemia dla
bezpieczenstwo Energetyczna zamknietym przemystu
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t ukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki posiada ponad 50 letnig historie.
Od kwietnia 2019 jest czescig Sieci Badawczej tukasiewicz.

tukasiewicz

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: mikro- nanoelektroniki, optoelektroniki, inzynierii
materiatowej, fotoniki (w tym nanofotoniki), elektroniki mikrofalowej, energoelektroniki, elektroniki przezroczystej i gietkiej.
Wdraza i upowszechnia wyniki tych prac w gospodarce bedac otwarty na wspdtprace z przedsigbiorcami.

Zakres dziatania Instytutu obejmuje w szczegdlnosci:

+ opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania mikro- i optoelektronicznych przyrzadow potprzewodnikowych, w tym:
mikrofalowych i oraz fotonicznych przyrzadow dyskretnych, detektordw i czujnikéw, uktaddw scalonych, mikro-systemow
i podzespotaw elektronicznych, mikroelektronicznych uktaddw hybrydowych, przyrzaddw mocy, elementdw dyfrakcyjnych;

+ rozwoj metod projektowania mikro-i optoelektronicznych przyrzadow potprzewodnikowych oraz opracowywanie nowych metod
charakteryzacji materiatdw, struktur i przyrzadow potprzewodnikowych;

+ opracowywanie technologii wytwarzania nowych materiatow takich jak weglik krzemu, grafen epitaksjalny i ptatkowy, kompozyty
ceramiczno-metalowe i zaawansowana ceramika oraz badania ich wtasciwosci pod katem ich przemystowego wykorzystania;

+ prowadzenie dziatalnosci normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej.

]
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tukasiewicz = Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Organizacja prac badawczych Instytutu
opiera sie o cztery linie technologiczne:

e linia podzespotdw
optoelektronicznych,

e linia podzespotdw krzemowych,

e linia podzespotdw patprzewodnikow
szerokoprzerwowych

e linia dedykowana technologii LTCC.

Te nowoczesne linie technologiczne
umozliwiajg srodowisku naukowemu
udziat w badaniach oraz
przedsiebiorcom opracowywanie
nowych rozwigzan.

]
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tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
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Materiaty fotoniczne

Prowadzimy prace badawcze w zakresie opracowywania nowych struktur swiattowodowych, elementdw mikrooptycznych, ceramik przezroczystych, ceramik/szkiet bioaktywnych oraz szkiet
specjalnych. Opracowywane materiaty i struktury znajdujg zastosowanie w czujnikowych i biomedycznych w systemach mikrofluidycznych, swiattowodowych systemach laserowych, systemach
dostarczania wigzki i telekomunikacyjnych oraz we wspomaganiu regeneracji tkanek z uzyciem bioszkiet i bioceramik.

OFERTA TECHNOLOGICZNA - SWIATEOWODY

Grupa Badawcza dysponuje trzema w petni wyposazonymi wiezami do wyciggania swiattowoddw ze szkta typu fused silica oraz szkiet
wielosktadnikowych i oferuje projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacje swiattowoddw, w szczegolnosci struktur specjalnych takich jak:

o Swiattowody Fotoniczne, przeznaczone w szczegdlnosci do generacji efektdw nieliniowych oraz budowy laserdw
i wzmacniaczy wtdknowych

« Swiattowody nanostrukturalne, z dowolnie ksztattowanymi parametrami (dyspersja chromatyczna, dwajtormnose, fotoczutose, Ksztatt
modu, charakterystyka modowa, etc.) do wielu zastosowan w tym do obrébki materiatowej, wytwarzania siatek Bragga, catkowicie
Swiattowodowych systemow laserowych

o Swiattowody antyrezonansowe przeznaczone do komunikacji z niskimi czasami opdznien, do transmisji niskostratnej do okoto 5 pum,
do dostarczania impulsow swiatta o wysokiej mocy i energii oraz do czujnikow cieczy i gazu

OFERTA TECHNOLOGICZNA - CERAMIKA PRZEZROCZYSTA | LASEROWA

Grupa Badawcza zajmuje sie tez inzynierig materiatdow ceramicznych i ceramicznych kompaozytow.

CE'YAG TITIYAG HO'YAG Opracowano szereg technologii wytwarzania materiatdw, w tym ceramiki przezroczystej o specjalnych wtasciwosciach
3 L L]
7 transmisyjnych i luminescencyjnych, m.in. granatu itrowo-glinowego domieszkowanego jonami ziem rzadkich i metali
. _,, przejsciowych, a takze ceramiki spinelowej i itrowej. Tego typu ceramiki sg poszukiwane do celow obronnych oraz

kompaktowych uktaddw laserowych.

]
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Materiaty fotoniczne

OFERTA TECHNOLOGICZNA - NANOSTRUKTURALNE MIKRD-ELEMENTY OPTYCZNE

Rozwijana przez Grupe Badawczg innowacyjna technologia nanostrukturyzacji pozwala uzyskac struktury typu free-form z dowolnym i ciggtym profilem rozktadu wspotczynnika zatamania.
Oferujemy nastepujace nanostrukturalne elementy mikro-optyczne:

o Soczewki nanostrukturalne gradientowe — samodzielne lub dotgczone do konca swiattowodu telekomunikacyjnego do wprowadzania i wyprowadzania swiatta ze swiattowodu, ablacji laserowej,
zastosowan w optofluidyce, np. do budowy manipulatora optycznego, dzieki ktaremu mozliwe jest bezdotykowe (jedynie za pomoca swiatta) przesuwanie elementow o wielkosci kilku pm (Rys. 1)

o Soczewkitypu axicon - do generacji wigzek o ksztatcie kotowym do zastosowan w obrébce materiatdw i tkanek (chirurgia oka), do generacji niedyfrakcyjnych wigzek Bessela oraz do zastosowan
w putapkowaniu optycznym (Rys.2]

o Mikro-ptytki Fazowe - do generacji wirdw optycznych znajdujgcych zastosowanie w metrologii osrodkow turbulentnych i w mikroskopii w osrodkach silnie rozpraszajgcych oraz do manipulacji
optycznej (Rys.3)

o Macierze soczewek lub macierze ptytek fazowych — zastosowanie w konstrukcji kamery pola optycznego do obrazowania tréjwymiarowego 3D o duzej rozdzielczosci (Rys. 4), czy tez budowy
detektora Shacka-Hartmanna, ktory jest wykorzystywany m.in. w astronomii do analizy frontu falowego oraz w metrologii do analizy ksztattu.

— Rys. 1 — Rys. 4

|
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Materiaty fotoniczne

OFERTA TECHNOLOGICZNA - SYNTEZA SZKIEL

Ponad 40-letnie doswiadczenie w opracowywaniu i syntezie rdznych typdw szkiet wielosktadnikowych w
tym: szkiet fluorkowych, tellurowych, fosforanowych i wielosktadnikowych szkiet krzemianowych
przeznaczonych do wytwarzania swiattowodow, a takze pasywnych elementow optycznych. Szerokie
kompetencje w zakresie syntezy szkiet umozliwiajg odpowiednie dobranie typu szkta do wymaganych
zastosowan. Parametry szkiet ktore moga by¢ dopasowywane obejmuja: temperatury zeszklenia,
temperatury topnienia, wspatczynniki rozszerzalnosci termicznej, zakres transmisji, wspotczynnik zatamania
Swiatta, nieliniowy wspatczynnik zatamania swiatta oraz domieszkowanie szkiet zarowno jonami ziem
rzadkich do zastosowan laserowych jak i zwigzkami absorbujgcymi wybrane dtugosci fal do wytwarzania
szkiet na filtry optyczne. Wytwarzane szkta moga zostac poddane obrdbce mechanicznej w tym cieciu,
zaokrazaniu, szlifowaniu i polerowaniu, do uzyskania wymaganych ksztattow i wymiaréw materiatu w
zaleznosci od wymaganego zastosowania.

a) 4 b) y ) i
OFERTA TECHNOLOGICZNA - HOT EMBOSSING - - -
metoda do formowania soczewek i elementow optycznych

Metoda Wyc|5|-(an|a [Stemplgwama] na gorqco [ang HDT EMBOSS'NG] - dolny wzomnik ze szkla kwarcowego - gérny wzomik ze szkla kwarcowego - formowane szkio
umozliwia farmowanie szkta lub jego powierzchni w podwyzszonej
temperaturze. Pozwala to na uzyskiwanie m.in. soczewek dyfrakcyjnych i / 1

refrakcyjnych oraz siatek dyfrakcyjnych bez czasochtonnej obrdbki
mechanicznej. Grupa Materiaty Fotoniczne posiada duze zaplecze
materiatowe dzieki czemu istnieje mozliwosci dobrania odpowiedniego
materiatu wyciskanego elementu do wymaganego zastosowania jak np.,
obrazowanie w podczerwieni przy wykorzystaniu szkiet tellurowych.

]
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Materiaty fFotoniczne - galeria
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Materiaty inteligentne i dla energetyki

Projektowanie i wytwarzanie materiatdéw o nowych, unikatowych wtasnosciach, wykorzystujgc interdyscyplinarne podejscie, zaawansowang aparature (aparatura cienkowarstwowa, druk 3D, spiekanie
materiatéw SPS, HIP, Vaccum Sintering) oraz wszechstronng analize materiatowa (badania optyczne, elektryczne, cieplne, fotokatalityczne, mechaniczne).

Zespot sktada sie z ludzi z pasja, ktarych ambicje dotycza nie tylko rozwoju naukowego, ale tez konkretnych wdrozen (m.in. materiatow termoelektrycznych oraz powtok kompozytowych
w obszarze Zrownowazona Gospodarka, materiatdw do diagnostyki raka w obszarze Zdrowie, sensordw i ogniw w opakowaniach dla Inteligentnej i Czystej mabilnosci).

OFERTA UStUGOWA

o Wykonywanie proceséw cienkowarstwowych materiatéw ceramicznych, metalicznych i dielektrycznych
e Projektowanie i badania materiatdw przeznaczonych na zZrodta swiatta biatego i sensory

e Technologiczne préby spiekania materiatdw zaawansowanych, w tym materiatéw metalicznych, ceramicznych, kompozytowych,
pétprzewodnikowych, itd., z wykorzystaniem technik metalurgii proszkdw (Spark Plasma Sintering, Hot Isostatic Pressing, Vaccum Sintering)

o Fotolitografia

e Technologiczne préby wytwarzania materiatdw i modutdw termoelektrycznych przeznaczonych do konwersji energii cieplnej na elektryczng

e (brobka cieplna materiatéw, wygrzewanie w atmosferze obojetnej, utleniajgcej i redukujacej
e Precyzyjny montaz przyrzaddw i podzespotdw

e TR «

e Wytwarzanie detali metalicznych (stal, aluminium i stopy, tytan i stopy) technika druku 3D (Selective Laser Melting) ‘ e s L
=N
o Kompleksowa analiza wtasciwosci cieplnych materiatéw jedno- i wielofazowych, obejmujgca pomiary przewodnosci cieplnej, rozszerzalnosci —

cieplnej i ciepta wtasciwego, réwniez w podwyzszonych temperaturach,
e Pomiary profilometryczne 2D i 3D powierzchni

e Badania wtasciwosci uzytkowych, w tym: optycznych, fotometrycznych, elektrycznych, trybologicznych, fFotokatalitycznych, mechanicznych,
eksploatacyjnych (np. odpornosci na nagte zmiany temperatury)

e (Obrodbka mechaniczna materiatdw, w tym materiatdw trudnoobrabialnych, w tym precyzyjne ciecie, szlifowanie i polerowanie

]
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Materiaty inteligentne i dla energetyki

OFERTA PRODUKTOWA

o Biofiltry do oczyszczania wody, warstwy dezynfekujgce i samoczyszczace na powierzchniach metalowych szklanych,
ceramicznych do dezynfekgji

o Warstwy kontaktowe na materiatach potprzewodnikowych, szklanych i ceramicznych do zastosowan w elektronice, itp.
e Podtoza odprowadzajace ciepto na bazie materiatow kompozytowych

o Materiaty i moduty termoelektryczne przeznaczone do konwersji energii cieplnej na elektryczng

o Kompozyty na bazie miedzi i aluminium typu wzajemnie przenikajgcych sie faz

e Porowate preformy ceramiczne

OFERTA TECHNOLOGICZNA | POMIAROWA

e Napylanie prdzniowe elektronowigzkowe do wytwarzania wielowarstwowych uktaddw cienkich warstw metalicznych
oraz dielektrycznych w tym warstw fotokatalitycznych

e Wygrzewanie w piecach wysokotemperaturowch z atmosferg ochrong (wodar, azot, argon, préznia)

e Spiekania materiatdw zaawansowanych, infiltracji porowatych materiatdow ceramicznych oraz wytwarzania
materiatow technikami przyrostowymi

e Dogeszczanie materiatow ceramicznych przy uzyciu prasy HIP
e Pomiary widm fotowzbudzeniowych, emisyjnych, czaséw zaniku z uzyciem lasera przestrajalnego

e Termowizja wysokiej rozdzielczosci

]
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Materiaty inteligentne i dla energetyki
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Grafen

Zajmujemy sie opracowywaniem nowych materiatdw i przyrzaddw bazujacych na technologii grafenu epitaksjalnego, grafenu ptatkowego, weglika krzemu, azotku galu oraz nanostruktur i
kompozytow, prowadzi projekty naukowe i badawczo-rozwojowe finansowane ze zradet krajowych i zagranicznych oraz dysponuje bardzo nowoczesng aparatura technologiczng i pomiarowa.

OFERTA USLUGOWA Oferta ustugowa to przede wszystkim techniki pomiarowe, w tym:

o Spektroskopia Ramana

Ekspertyza Grupy Badawczej Grafen i kompozyty obejmuje trzy obszary: » Mikroskopia optyczna z kontrastem Fazowym (DIC)

Technologie materiatowg

e Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM]

Charakteryzacje strukturalng i elektryczng « Mikroskopia sit atomowych (AFM, KPFM, ONM)
Technologie przyrzadowa

o Dyfraktometria rentgenowska (XRD])
o Reflektometria rentgenowska (XRR)

e Elipsometria spektroskopowa (ELL)

e Fotoluminescencja (PL)

o Niestacjonarna spektroskopia gtebokich poziomdw defektowych (DLTS)
e Wysokorozdzielcza niestacjonarna spektroskopia fotopradowa (HRPITS)
o Techniki pojemnosciowo-napieciowe (CV)

e Techniki pradowo-napieciowe (IV)

e Pomiar klasycznego efekt Halla w fFunkcji temperatury do 500 °C (Hall)
e Spaleniowa analiza elementarna (detekcja C, H, N, S, 0)

o Analiza ogniw elektrochemicznych

e Analiza powierzchni wtasciwej (BET)

o Profilometria stykowa i optyczna

o Spektroskopia UV-VIS

o Licznik komarek

]
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Grafen

OFERTA PRODUKTOWA
o Grafit interkalowany
o Grafit ekspandowany termicznie

o Tlenek grafitu

e Tlenek grafenu (GO), proszek lub zawiesina

OFERTA TECHNOLOGICZNA e Zredukowany tlenek grafenu (rGO), proszek lub zawiesina

o Warstwy epitaksjalne zwiazkdw AIlIBV, w tym na bazie fosforku indu (InP), © Papier grafenowy

arsenku galu (GaAs) i antymonku galu (GaSh) o Wysokotemperaturowy czujnik pola magnetycznego w
o Warstwy epitaksjalne zwigzkdw Alll-N, na bazie azotku galu (GaN, BGaN, AlGaN) technologii grafenu epitaksjalnego na wegliku krzemu
o Warstwy homoepitaksjalne weglika krzemu (SiC)
o (Grafen epitaksjalny na wegliku krzemu
e (Grafen CVD na folii miedzianej

e Materiaty dwuwymiarowe, w tym heksagonalny azotek boru (hBN]),
disiarczek molibdenu (MoS,) i disiarczek wolframu (WS,)

o Kompozyty polimerowe z wypetniaczem grafenowym

e Blendy polimerowe

»
=

e Ustuga centrowania i naswietlania w UV400

e Ustuga trawienia jonowego w reaktorze ze sprzezeniem indukcyjnym (ICP RIE)

]
a
]
a
]
-
]
a
]
a
]
]

ru Fulrnpulen
| Bd | Rd | RdBa

e Ustuga suchego i mokrego utleniania termicznego krzemu i weglika krzemu

(T

e Ustuga nanoszenia tlenku glinu w reaktorze do osadzania warstw atomowych (ALD]

e Ustuga napylania metali metodg elektronowigzkowa

]
ZI tukasiewicz Oferta biznesowa Instytutu | tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki




Grafen
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Charakteryzacja materiatow i przyrzadow

Grupa Badawcza Charakteryzacja materiatdw i przyrzaddw prowadzi dziatalnosci badawczej w zakresie charakteryzacji materiatdw i struktur mikroelektronicznych. Dziatalnos¢ Grupy obejmuje:

e Wsparcie klientdw wewnetrznych i zewnetrznych (przemyst, instytuty badawcze, uczelnie] w opracowaniu nowych technologii
e Rozwadj technik badawczych (poprawa osiggdw, opracowanie nowych funkcjonalnosci

e Pisanie wtasnych oraz udziat w opracowywaniu wnioskdw projektowych

e Pisanie publikacji naukowych oraz rozpowszechnianie mozliwosci pomiarowych (konferencje, seminaria)

OFERTA USLUGOWA Badania optyczne
Badania struktural e Spektroskopia Ramana
acania sTHRraTne o Spektrofotometria w podczerwieni z transformacja fourierowska (FTIR)

e Spektrometria mas jonow wtdrnych (SIMS) « Elipsometria

e Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM])

e Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM] Badanie elektryczne
o Dyfraktometria rentgenowska (XRD) z pomiarami temperaturowymi in-situ » Wieloparametryczna spektroskopia admitancyjna (MPAS)
e Fluorescencja rentgenowska [XRF) e (harakterystyka prgdowo napieciowa |-V
e Tomografia komputerowa (CT) o Charakterystyka pojemnosciowo napieciowa C-V
e Spektroskopia Mdssbauera o Charakterystyka przewodnosciowao napieciowa G-V
e Badanie niezawodnosci tranzystordw
SIMS — CT — ——————————— FTIR/ATR — FIB —
” Modyfikacja materiatow
==

EZ S ¢ Implantacja jonowa

‘ , o Wygrzewanie poimplantacyjne SiC

\ o Trawienie zogniskowana wigzka jondw (FIB)
]
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Charakteryzacja materiatow i przyrzadow - galeria
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Projektowanie uktaddw scalonych i systemow

e Jako jedni z nielicznych w Polsce projektujemy rozwigzania scalone [(ASIC) i systemy elektroniczne dla telemedycyny, cyberbezpieczeristwa, przemystu.

e Dziatajgc w systemie FABLESS dostep do technologii produkcji realizujemy w ramach wieloletniej instytucjonalnej wspdtpracy miedzynarodowej i w kontaktach bezposrednich.
o Polska potrzebuje innowacyjnych rozwigzan i produktdw wysokich technologii. Nasze dziatania i budowane kompetencje od lat wspierajg ten kierunek.

e Dodana przez nas wartosc technicznie otwiera droge komercjalizacji rozwigzan eksperymentalnych.

o Wieloletnie doswiadczenie w realizacji krajowych i miedzynarodowych projektéw badawczych — od FP5 do H2020

OFERTA USLUGOWA Opracowanie systemu elektronicznego - urzadzenia lub sieci urzadzen

L. L. . L. Zakres kompetencji obejmuje systemy bazujgce na mikrokontrolerach, komputerach
Opracowanie i wdrozenie do produkcji specjalizowanego uktadu scalonego [ASIC, ASSP) jednoptytowych, logice programowalnej
Zakres kompetencji obejmuje uktady cyfrowe, analogowe oraz mieszane o ztozonosci

siegajacej systemu na strukturze (System on Chip)
e Posiadana licencja na dwa rodzaje mikrokontrolera wraz z bogatym zestawem

Kompleksowa realizacja ustugi, obejmujgca w razie potrzeby:

e Ustalenie wraz ze strong zamawiajgcg specyfikacji produktu

modutow peryferyjnych o (Opracowanie uktadu elektrycznego
o Doswiadczenie w zakresie uktaddw matej mocy, a takze smart power.  Zaprojektowanie i wdrozenie do produkcji obwoddw drukowanych
Kompleksowa realizacja ustugi, obejmujgca w razie potrzeby: ¢ Montaz prototypow
e Ustalenie wraz ze strong zamawiajacg specyfikacji uktadu ¢ Opracowanie oprogramowania wbudowanego
e Wybor procesu technologicznego. Grupa posiada dostep do serwisow produkcyjnych ¢ Pomiary prototypowego systemu lub sieci

firm europejskich, amerykanskich i dalekowschodnich

Wybdr odpowiedniego wariantu produkcyjnego. MPW, dedykowany zestaw masek,
produkcja seryjna

Opracowanie schematu, weryfikacja symulacyjna, opracowane i weryfikacja topografii

Przeprowadzenie pomiarow charakteryzacyjnych prototypow. Opracowanie
zautomatyzowanego srodowiska pomiarowego.
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Projektowanie uktaddw scalonych i systemow

OFERTA PRODUKTOWA
Rodzina scalonych niskoszumnych wzmacniaczy odczytowych — TRLG6
e Przeznaczone do obstugi réznorakich detektordow (fotodiody, tranzystorowe detektory THz)
Scalony system odczytowy do licznika czastek zanieczyszczen — TRL4
o Wielokanatowy wzmacniacz odczytowy dla zestawu fotodiod, konfigurowany cyfrowo
Bezprzewodowa siec sterowanych opraw oswietleniowych - TRL 5
e Komunikacja w pasmie 2.4GHz
e Elastycznosc¢ wyboru trybu pracy i architektury systemu
Siec¢ czujnikowa do wielopunktowego pomiaru temperatury i wilgotnosci w obiektach budowlanych - TRL 7

e Woykorzystanie szkieletu sieci zarzadzania budynkiem (BMS)

e Zrédto danych dla automatyki, monitorowanie stanu konstrukcji (SHM)
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Srodowisko testowe scalonego uktadu Scalony uktad odczytowy licznika czastek Sterownik inteligentnej oprawy Sterownik inteligentnej oprawy Modut czujnikéw temperatury — element Scalony wielokanatowy uktad odczytowy
odczytowego licznika czastek (uMC180nm) oswietleniowej oswietleniowej oraz modut mostka sieci do wielopunktowego pomiaru RHi T do tranzystorowych detektoréw THz

ZigBee - Bluetooth w budynkach (AMS 350nm)

]
Z tukasiewicz Oferta biznesowa Instytutu | tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki



Projektowanie uktaddw scalonych i systemow - galeria
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Fotonika Podczerwieni

e Grupa Badawcza Fotonika Podczerwieni realizuje prace B&R w tematyce nalezacej do swiatowych ,hot topics” w zakresie fotoniki podczerwieni: laserow kaskadowych i detektorow podczerwieni

e Grupa dysponuje kompetencjami i petng linig technologiczng pozwalajacg na wytwarzania optoelektronicznych przyrzadow potprzewodnikowych: od projektu przyrzadu i wzrostu struktury
krystalicznej, poprzez wytworzenie przyrzgdu konczgc na kompleksowej charakteryzagji

OFERTA UStUGOWA

Grupa Badawcza oferuje ustugi w zakresie charakteryzacji materiatdw i przyrzaddw potprzewodnikowych, wytwarzania
przyrzaddw optoelektronicznych jak rdwniez wzrostu struktur pétprzewodnikowych.

Pomiary widm transmisji/absorbcji w podczerwieni

e Wykonanie pomiaru widm transmisji/absorbcji w podczerwieni z wykorzystaniem spektrometru fourierowskiego w szerokim
zakresie spektralnym (od 1 do 20 mikrometrow)

Pomiary opornosci kontaktow
e Wykonanie pomiaru rezystancji wtasciwej kontaktu metalicznego na podtozu pdtprzewodnikowym metodg TLM lub cTLM

Pomiar temperatury przyrzaddw optoelektronicznych metoda termoodbicia

Wavelength (um)

e Pomiary rozktadow temperatury na powierzchni przyrzagdow z wysoka rozdzielczoscig przestrzenng i temperaturowa O a5

Wozrost struktur potprzewodnikowych
e Wozrost struktur potprzewodnikowych metodg MBE ze zwigzkow I11-V

Intensity (a.u.)

Pomiar widm fotoluminescencji

e Pomiar widm fotoluminescencji w szerokim zakresie widmowym (od 350 nm do 15 mikrondw] i szerokim zakresie temperatur T e
(od 4K do 300K])

Dyfraktometria rentgenowska

e Badania materiatow metoda dyfrakcji rentgenowskiej wraz z analizg wynikow
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Fotonika Podczerwieni

OFERTA PRODUKTOWA

Lasery kaskadowe na zakres sredniej podczerwieni: zakres MWIR 4-5 mikrometrow, zakres LWIR 8-11 mikrometrdw, rozne konstrukcje:

-

< b

e Jednomodowe lasery kaskadowe: CC — QCLs, DFB

A

o Wysokiej mocy lasery kaskadowe: Taper QCLs, linijki wieloemiterowe

OFERTA TECHNOLOGICZNA

Dostep do technologii wytwarzania struktur optoelektronicznych

W zakresie wytwarzania struktur optoelektronicznych oferowane sa: fotolitografia, trawienie, napylanie warstw metalicznych jak réwniez
dielektrycznych, die bonding, wire bonding, zamykanie struktur w obudowach w atmosferze gazu obojetnego.

Dostepne zaplecze technologiczne umozliwia realizacje prac od etapu koncepgji i projektu, przez prototypowanie, az do uruchomienia produkgji
matoseryjnej. Adresatem oferty sg przede wszystkim mate i srednie przedsiebiorstwa, dla ktorych istotne jest opracowanie przyrzadu specjalnie
dla wskazanej aplikacji.

Dostep do technologii wytwarzania zradet i detektorow podczerwieni

Oferowany jest dostep do technologii wykonywania Zzrédet i detektordw podczerwieni metodg epitaksji z wigzek molekularnych (MBE). Dostepne
zaplecze technologiczne umozliwia realizacje prac od etapu koncepgji i projektu, przez prototypowanie, az do uruchomienia produkgji
matoseryjnej. Adresatem oferty sg przede wszystkim mate i srednie przedsiebiorstwa, dla ktorych istotne jest opracowanie przyrzadu specjalnie
dla wskazanej aplikacji. Przedmiotem oferty sa:

o Lasery kaskadowe emitujgce w zakresie sredniej podczerwieni w pasmach 4-5 mikrondw i 8-10 mikronow,

e Detektory promieniowania z zakresu 3-10 mikrondw, oparte na supersieciach drugiego rodzaju

]
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Fotonika Podczerwieni - galeria
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Technologia Krzemowa i Systemy Sensorowe

Dziatalnos¢ Grupy Badawczej koncentruje sie wokat prac badawczo - rozwojowych [B+R] w dziedzinie mikrotechnologii opartej na technologii krzemowej i obejmuije szeroki zakres tematyczny:
fotodiody krzemowe i detektory promieniowania jonizujgcego, detektory cieplnoprzewodnasciowe, czujniki mikromechaniczne wykorzystujgce zjawisko rezonansu mechanicznego, struktury
mikroprzeptywowe, techniki mikromontazu oraz monokrystalizacje krzemu i jego obrdbke.

OFERTA

Technologia Mikromontaz Produkcja masek Inne

o Mycie RCA o Ciecie pitg Disco o Projektowanie i wykonywanie masek o Fotodiody Si ///m",// }
o Fotolitografia e Bonding / taczenie struktur chromowych oraz fotograficznych dla o Detektory promieniowania //// %

o Procesy termiczne o Bonding drutowy / .technhologllllkpolt.przewodr.nkowrs]/cdh oraz o Matryce detektorow . //‘l\\\

e Trawienie plazmowe wykonywanie potgczen Innych aplikaci wymagajacych duzej o Detektory

kiej rozdzielczosci
e Trawienie mokre elektrycznych \?v:/ekcc?/rfgrlli\;\“\ljzoorlij rozazieiczos termokonduktometryczne (TCD)

* Osadzanie metalu * Zamykanie w obudoviach/ o Standardowe wymiary 4x4i5x5 cali (max, 2K MEMS
e Implantacja jondw hermetyzacja 8x8 cali), rozdzielczos¢ 1,5pm (opcjonalnie ¢ Wytwarzanie podtozy Si o
do 800 nm), na ptytach szklanych srednicy 1'-4"
Infrastruktura i technologia
e Proces oparty o technologie CMOS (reguty projektowania 3 pm), EBL (<1 pm) ¢ Produkdja detektorow zgodnie ze specyfikacjg Klienta
e Cleanroom 1200 m2 e (Opracowywanie technologii
e 1S04-6(1S014644-1) e (Czujniki dla zastosowan niszowych
e Podtoza Si: 1001150 mm e Zastosowania specjalne
o Diagnostyka i mikromontaz e Przemyst4.0
o Urzadzenia do monokrystalizacji metodg Czochralskiego i obrbki podtozy Si ¢ Internet Rzeczy
e Analityka biomedyczna
]
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Technologia Krzemowa i Systemy Sensorowe - galeria
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Przyrzady GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiaty porowate

W Grupie Badawczej Przyrzady GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiaty porowate wyrdznione sg 4 podstawowe obszary, w ktdrych prowadzone s3 prace o charakterze B+R:
e Obszar Przyrzadow na Bazie GaN - technologia i projektowanie przyrzagdow na bazie GaN

e (Obszar Czujnikdw, Struktur Cienkowarstwowych i Modyfikacji Powierzchni - (bio)czujniki, struktury cienkowarstwowe, materiaty medyczne, modyfikacja powierzchni dla czujnikéw do zastosowan
medycznych (np. badan przesiewowych, medycyny spersonalizowanej] lub srodowiskowych oraz analiz chemicznych

e Obszar Materiatéw Porowatych - materiaty porowate do czujnikdw gazowych oraz mikromagazynow energii opartych na superkondensatorach
o (Obszar Struktur 3D - optyka dyfrakcyjna

OFERTA TECHNOLOGICZNA

Wykonywanie pojedynczych elementdw lub sekwencji procesow technologicznych w zakresie elektronolitografii, Fotolitografii, litograFii
laserowej i nanostemplowania, trawienia plazmowego RIE/ICP, implantacji jondw oraz procesdw termicznych, w szczegdlnosci:

o Definiowanie wzorow metoda fotolitografii DUV (wymiar krytyczny 0.8-1 um)

o Wykonywanie wzordw metoda elektronolitografii (wymiary wzoru do 200x200 mm?, siatka adresowania 1 nm, rozdzielczos¢ 50 nm,
doktadnosc¢ wzoru <15 nm), w tym wykonywanie submikrometrowych bramek tranzystoréw o rozwinigtym ksztatcie

oraz mostkdw powietrznych

e Reaktywne trawienie materiatow potprzewodnikowych, metali i dielektrykow metodami ICP/RIE w plazmach chlorowych lub freonowych
e Wygrzewanie warstw, podtozy i przyrzadow metodg RTP (do 1100°C; impulsowo do 1500°C)

e Implantacja jondéw (np. AL, Si, Fe iinne) do réznych materiatow pétprzewodnikowych; dostepne energie od ok. 200 keV do 2 MeV.
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Przyrzady GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiaty porowate

OFERTA TECHNOLOGICZNA

Osadzanie technikami prézniowymi cienkich warstw i powtok metalicznych, dielektrycznych i pétprzewodnikowych o okreslonych wtasciwosciach funkcjonalnych na réznych
detalach i podtozach o srednicy do 6 cali [metale, materiaty krystaliczne, szkto, papier, tkaniny, materiaty polimerowe, materiaty organiczne):

e Metale konwencjonalne i trudnotopliwe (Ti, Al, Ma, Cu, Ni, Mg, W, Au, Pt, Cr itp.) oraz ich roztwary state i mieszaniny osadzane technikg PVD
e Zwigzki 0 podwyzszonej odpornosci mechanicznej i termicznej (TiN, TiC, RuSiO itp.)

o Warstwy dielektryczne wytwarzane metodg ALD (HfO,, Zr0,, Ta,0s, ALO5 i inne)

e Warstwy dielektryczne wytwarzane metodami PECVD (Si0,, SiN,, SION,, Mg0)

e Przezroczyste zwigzki przewodzgce/ekranujgce/odbijajgce promieniowanie elektromagnetyczne (ZnO:AlL ITO)

e Tlenkowe materiaty potprzewodnikowe (Zn0Q, In-Ga-Zn-0 i inne)

e Materiaty niekonwencjonalne osadzane w temperaturze do 1000°C

e Struktury i powtoki porowate osadzane technikami prazniowymi z obrébka termiczna na podtozach do @6": (1) czarne absorbujace Swiatto powtoki porowatego Zn oraz (2) biate
powtoki porowatego Zn0O domieszkowanego metalami do czujnikdw gazowych
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Przyrzady GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiaty porowate

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Kompletna linia technologiczna zlokalizowana w pomieszczeniach czystej technologii w standardzie ISO-5 i ISO-6 o powierzchni ok. 600 m? przeznaczona do wytwarzania przyrzaddw potprzewodnikowych na bazie azotku
galu na raznych podtozach (GaN, SiC, Si, szafir) oraz wykonywania proceséw osadzania roznego rodzaju cienkich warstw metalicznych, dielektrycznych i potprzewodnikowych, w sktad ktorej wchodza:

e Urzadzenia do elektronolitografii (Vistec SB251, Raith Voyager), fotolitografii, litografii laserowej (DWL 66FS firmy Heidelberg Instruments) i nanastemplowania

o Reaktory magnetronowego rozpylania katodowego w warunkach wysokiej prézni wyposazone w urzgdzenia do analizy procesdw rozpylania oraz badania wtasciwosci wytwarzanego materiatu, w szczegolnosci reaktory
Gamma 1000C firmy Surrey-NanoSystems oraz TFDS-462U firmy VST Services Ltd.

o Urzadzenie TFS-200-190 firmy Beneq do osadzania cienkich warstw technika ALD
e Reaktor Plasmalab 80 Plus Oxford Instruments przeznaczony jest do wytwarzania warstw dielektrycznych technika wspomaganego plazmowo chemicznego osadzania z fazy gazowej
o Dwukomorowe urzgdzenie do trawienia plazmowego Plasmalab System 100 ICP180 firmy Oxford Instruments umozliwiajgce trawienie w trybie ICP w agresywnych plazmach chlorowych jak i RIE w plazmach freonowych

e Piece do wygrzewania impulsowego RTP umozliwiajgce prowadzenie szybkich procesdw termicznych w zakresie temperatur od 450°C do 1200°C (impulsowo do 1450°C), w atmaosferze obojetnych i reaktywnych gazow
procesowych 6N: Ar, N, O,, N,O

e Konwencjonalne piece rurowe do wygrzewania w temperaturze max 1050°C w atmosferze Ar lub O, i prowadzenia badan starzeniowych
e Akcelerator 350H-2 Pelletron firmy NEC do implantacji jondw i badan RBS

e Zaplecze laboratoryjne do prowadzenia procesow chemicznych oraz kontroli miedzyoperacyjnej procesow

OFERTA PRODUKTOWA

e Wytwarzanie masek chromowych dla fotolitografii kontaktowej i projekcyjnej; rozmiary podtozy od 4"x4" do 7"x7", siatka adresowania 1nm, doktadnosc¢ pasowania maski do maski <5 nm

e Wykonywanie dyfrakcyjnych elementdw optycznych o profilu binarnym i wielopoziomowym, m.in. mikrosoczewek dyfrakcyjnych i macierzy mikrosoczewek (sferyczne,
cylindryczne, eliptyczne itd.)

e Wykonywanie wzorcdw i stempli roboczych do proceséw nanostemplowania; rozmiary podtozy od @50 mm do @100 mm, min. szerokosc linii (rozdzielczos¢) 50 nm.

e Kopiowanie nanowzorow w cienkich warstwach polimerdw fotoutwardzalnych oraz wykonywanie replik struktur 3D na podtozach termoplastycznych; rozdzielczos¢ <50 nm,
maksymalny wymiar podtoza @100 mm

e Prototypowanie przyrzaddw potprzewodnikowych na bazie azotku galu (GaNJ; wykonywanie tranzystoréw mikrofalowych i wysokonapieciowych, struktur testowych, diod

e Wykonywanie procesow technologicznych i prototypowanie przyrzaddw potprzewodnikowych na innych materiatach, np. wegliku krzemu (SiC) lub pétprzewodnikach
tlenkowych (Ga,04, Zn0, InGaZn0)
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Przyrzady GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiaty porowate

OFERTA USLUGOWA
e Wykonywanie wedtug projektu Klienta pojedynczych procesdw technologicznych lub ich sekwencji w zakresie ksztattowania wzordw, osadzania warstw, implantacji jondw i proceséw termicznych

e Bezposrednia generacja wzordw na podtozach potprzewodnikowych (maskless lithography); wyzsza doktadnosc i rozdzielczose, krétszy czas, nizsze koszty opracowania technologii
i wykonania prototypow struktur

o C(Charakteryzacja elektryczna on-wafer przyrzadow pétprzewodnikowych: pomiar charakterystyk pradowo-napieciowych w zakresie niskich (~fA] i wysokich pradow (20 A DC, 50 A impulsowo) oraz
napiec do 3 kV w przedziale temperatur od RT do 300°C. Komora do badan kriogenicznych w temperaturach od 10 K

o Charakteryzacja elektryczna on-wafer przyrzaddw pétprzewodnikowych: pomiar charakterystyk pojemnosciowo-napigciowych (C-V] kondensatordw MOS w zakresie czestotliwosciod 1 kHz (lub
nizszej w trybie quasi-static] do 1 MHz. Pomiar charakterystyk pojemnosciowo-napieciowych tranzystordw Cgeg, Ciss, Coss

o Charakteryzacja on-wafer tranzystordw mikrofalowych: pomiar parametrdw macierzy rozproszenia S dla czestotliwosci do 50 GHz
e Charakteryzacja elektryczna tranzystorow i diod w obudowach TO-220, TO-247

e (Obrazowanie metodami mikroskopii SEM (z przystawka do pomiardw sktadu chemicznego EDX) oraz AFM w modach: magnetycznym, elektrostatycznym,
przewodnictwa elektrycznego, pojemnosciowym

e Badania wtasciwosci strukturalnych materiatdw metodami XRD, HR-XRD, XRR; dyfraktometr umozliwiajgcy okreslanie sktadu fazowego warstw oraz zmian strukturalnych
e Pomiary wtasciwosci elektrycznych i elektrochemicznych powtok (mozliwos¢ badania korozji)

e Pomiary wtasciwosci optycznych oraz przezroczystosci warstw w funkcji dtugosci fali metodami elipsometrii spektralnej

e Badania sktadu chemicznego i jego profilu gtebokosciowego metoda spektrometrii wstecznej Rutherforda
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Przyrzady GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiaty porowate - galeria
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Technologia LTCC i Elektronika Drukowana

Gtdwnym celem Grupy Badawczej Technologia LTCC i Elektronika Drukowana jest prowadzenie prac B+R w obszarze technologii LTCC oraz elektroniki drukowanej, integracji elementdw
elektronicznych i montazu SMT, projektowania uktadow, czujnikéw do zastosowania w medycynie, ochronie srodowiska, instalacjach fotowoltaicznych, systemach zasilajgcych oraz magazynach
energii elektrycznej. Technologia wytwarzania i charakteryzacji materiatdw oraz kompozytdw ceramicznych i polimerowych do zastosowan w elektronice, stanowi rowniez wazny aspekt dziatalnosci
Grupy. Grupa badawcza realizowac bedzie takze produkcje matoseryjng opracowanych produktow oraz ustug badawczych i technologicznych dostosowanych do potrzeb klientow.

OFERTA UStUGOWA

e wytwarzanie nowych materiatdw dla produkcji folii ceramicznych o zadanych wtasciwosciach,
e optymalizacja sktadu folii ceramicznych oraz parametrow procesu ich wytwarzania,

e projektowanie uktaddw czujnikowych i mikroprzeptywowych,

e projektowanie i wytwarzanie dyskretnych wielowarstwowych oraz zagrzebanych elementdw pasywnych oraz badanie ich parametrow elektrycznych
i czasu stabilnej pracy,

e wytwarzanie czujnikdw wartosci chemicznych i fizycznych,

e analizy w mikroskopie grzewczym, mikroskopie cyfrowym , obrébka laserowa

e projektowanie i wytwarzanie obudoéw struktur ceramicznych nowej generacji

e montaz i zabezpieczanie mikromodutdow LTCC,

e badania technoklimatyczne uktaddw elektronicznych (w tym LTCC)
e projektowanie mikrouktadow dla zastosowan medycznych,
o eksperymentalna produkcja matoseryjna

e opracowywanie systemow zasilajgcych — systemy zasilania awaryjnego, projektowanie i realizacja balanserdw napiec na akumulatorach, kontrolery PV,
prototypowanie obwodéw PCB

Dodatkowao: Grupa oferuje doradztwo eksperckie oraz wyktady z zakresu w.w tematyki, pomoc w badaniach, mozliwosc przeprowadzenia praktyk.
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Technologia LTCC i Elektronika Drukowana

Kontroler tadowania _ Czujniki piezoelektryczny do

UFERTA PRUDUKTUWA [ o] analizy wad postawy o]
o uktady LTCC | =—

e czujniki piezoelektryczne &

-

e podtoza i obudowy detektorow (packaging)

o elementy rezystywne i podgrzewacze na podtozach elastycznych

e systemy wyréwnywania napiec¢ na akumulatorach

. ____ Przetwornica AC/DC (LTCC) ___ o Elementy rezystywne dla
e montaz SMT przemystu kosmicznego

o wielowarstwowe elementy bierne

o elementy rezystywne dla przemystu kosmicznego

L&

e mobilne stacje pomiarowe

e sensory pH, przewodnosci wody, gazow

e specjalizowane materiaty o zadanych wtasciwosciach dielektrycznych

—— Materiaty funkcjonalne LTCC — — Wielowarstwowe uktady LTCC — i Elektronika drukowana — i Specjalistyczne pomiary — [ Opracowanie i montaz uktaddw elektronicznych —— — Montaz TEG ]

?

.

]
Z'I tukasiewicz Oferta biznesowa Instytutu | tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki -

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki



Technologia LTCC i Elektronika Drukowana

OFERTA TECHNOLOGICZNA

e Technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic — ceramika wspdtwypalana niskatemperaturowo), polegajaca na tworzeniu tréjwymiarowych struktur uktaddw elektronicznych na bazie
sprasowywanych folii ceramicznych z nadrukowanymi warstwami funkcjonalnymi. Umozliwia wytwarzanea uktadow i systemdw mikroelektronicznych o wysokim stopniu ztozonosci, wysokiej
gestosci upakowania, miniaturowych, charakteryzujgcych sie bardzo wysokim wskaznikiem niezawodnosci. Uktady LTCC sg wytwarzane w kompleksowym procesie technologicznym aod
wytwarzenia folii ceramicznej poprzez procesy wycinania folii i Formowania otwordw, drukowania warstw przewodzgcych, rezystywnych i dielektrycznych, pakietowania i prasowania modutow,
koncowa obrobke termiczng, montaz i zabezpieczanie do finalnego testowania.

o Elektronika drukowana — druk funkcjonalnych warstw na podtozach (w tym elastycznych) metoda sitodruku (screen printing) lub druku strumieniowego (InkJet] w zaleznosci od potrzeb klienta

e Technologia SMT — montaz powierzchniowy elementdw na podtozach (FR4, ceramicznych, metalowych] z wykorzystaniem lutowania rozptywowego w piecach strefowych lub lutowania w parach
nasyconych (VPS]). Analiza potaczen lutowanych.

e Testy starzeniowe — kamory szokdw, termiczne, wibracje, udary, obcigzenia prgdowe prébek i podzespotéw dostarczonych przez klienta.

LINIA TECHNOLOGICZNA LTCC:

==
- =

/,—. - A ‘
e,
N ¥ .
% 1 r&*‘,] 1
/ e Odlewanie foli |
e, : 1=

Mielenie

Projektowanie Wycinanie folii

Wycinanie otworéw

Synteza materiatow Sitodruk

Montaz elementdw i pomiary

K Wspatspiekanie - Pakietowanie
Laminacja

7
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Technologia LTCC i Elektronika Drukowana - galeria

|
ZI tukasiewicz Oferta biznesowa Instytutu | tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki




Centrum badan i certyfikacji — oddziat PREDOM

CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI - ODDZIAt. PREDOM jest jednym z najwiekszych laboratoridw badajacych wyroby elektryczne w Polsce, ktory:

e prowadzi badania, certyfikacje i ocene zgodnosci wyrabdw elektrycznych i elektronicznych oraz zasilanych gazem m.in. medycznych, AGD, oswietleniowych,
ICT, sterowanych bezprzewodowo

e prowadzi certyfikacje systemaw zarzadzania
e Swiadczy ustugi technologiczne

ZAKRES BADAN:

e bezpieczenstwo uzytkowania

e zagadnienia kompatybilnosci elektromagnetycznej i widma radiowego
e hatas emitowany przez urzadzenia

e sprawy dotyczace funkcjonalnosci, w tym efektywnosc energetyczna

UDZIAt W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH | MIEDZYNARODOWYCH

Centrum badan i certyfikacji — oddziat PREDOM jest cztonkiem: @m ema@e

e 13 Komitetdw Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. BOTEKI KON ET Associate Member
Nasi specjalisci czynnie uczestniczg w pracach tych komitetdw. P

e Miedzynarodowego konsorcjum Zhaga majgcym na celu ujednolicenie specyfikacji interfejsow
opraw oswietleniowych LED

e The Radio Equipment Directive Compliance Association (REDCA)

]
Z'I tukasiewicz Oferta biznesowa Instytutu | tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki -

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki



Centrum badan i certyfikacji — oddziat PREDOM
| Mucowelompetende

Akredytacje krajowe (akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji PCA — w wyniku weryfikacji bezstronnosci organizacji, kompetencji personelu,
procedur, wyposazenia badawczego)

$TEREERRY Measurements

Laboratorium badawcze AB 003 (Z7) certyfikat od 1993 r. w zakresie 21 kodow identyfikacji dziedzin/przedmiotu badar i 1253 norm.

Laboratorium badawcze AB 003 (Z7) certyfikat od 1993 r. w zakresie 21 koddw identyfikacji dziedzin/przedmiotu badar i 1253 norm.
Laboratorium metrologiczne AP 153 (Z7-1) certyfikat od 2013 r. wzorcowanie:

e aparatury do pomiaru napiec i pradow, rezystancji, generatoréw w.cz.

e przyrzagddw do pomiardw temperatury i cisnienia

;gf/ /
4

e przyrzadow do pomiardw wielkosci geometrycznych

(Zakresy akredytacji PCA dostepne na stronach www.pca.gov.pl oraz www.predom.com.pl)

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 3 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION )

Jednostka certyfikujaca (BC) przeprowadza certyfikacje ponad 40 grup wyrobow

PCA ommae
===

PCA °
[E===

e w obszarze certyfikacji wyrobow AC 044 - certyfikat od 1997 r.,

CERTYFIKAT AKREDYTACJI CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ WYROBY

JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEY e w obszarze certyfikacji systemow zarzadzania AC 134 - certyfikat od 2006 r

]
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Centrum badan i certyfikacji — oddziat PREDOM
| Mucowelompetende

AKREDYTACJE MIEDZYNARODOWE:

=@

Certificate of

o |ECEE IEC System of Conformity Assessment for Electrotechnical Equipment and
Components Akredytacje europejskie:

ETICS European Testing Inspection and Certification System

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

Lukasiewicz Research Network IMiF PREDOM Division Testing and
Certification Center
53, KrakowiakowS1r.02-255 Warsaw, Poland

e ETICS - European Testing Inspection and Certification System

ed ply EN-ISO/IEC 17065, PD ECS 050, PD ECS 051

|  tukasiewicz Research Network IMiF PREDOM Division Testing and Certification Center

BADANIA | CERTYFIKACJA SA WYKONYWANE:

27 November 2021,
3ye

e wedtug 114 norm IEC w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i cech funkcjonalnych. " | .

e na zastrzezony znak bezpieczeristwa ENEC i znak ENEC+, powszechny dla wyrobow . e

oswietleniowych

AUTORYZACJA | NOTYFIKACJA:

Centrum badan i certyfikacji — oddziat PREDOM jest jednostka autoryzowang przez Ministra Rozwoju i Ministra
Cyfryzacji i notyfikowana (od 2004r.) w UE Nr 1451 w zakresie nastepujgcych Dyrektyw Nowego Podejscia:

o Dyrektywa 2014/30/EU dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
e Dyrektywa 2014/53/EU dotyczaca urzadzen radiowych
e Rozporzadzenie (EU) 2016/426 dotyczace urzadzen spalajgcych paliwa gazowe

e Dyrektywa 2006/42/EC dotyczgca maszyn
e Dyrektywa 2000/14/EC dotyczaca hatasu emitowanego przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen

o Dyrektywa 92/42/EEC dotyczaca efektywnaosci energetycznej nowych wodnych kottdw grzewczych
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Centrum badan i certyfikacji — oddziat PREDOM

WYDZIAL. PROTOTYPOW | PRODUKCJI DOSWIADCZALNEJ
e Wyroby:
o Nasuwki
o WsuwkKi

e Zaciskikonca kabla
e Koncowki oczkowe

o Tulgjki ﬁ
e Koncowkirdzne

o (Oprawa szczotki weglowej &

e Zaciskidrutu

—
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Centrum badan i certyfikacji — oddziat PREDOM - galeria
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Zapraszamy do wspotpracy

Dziat Komercjalizacji i Sprzedazy

e-mail: komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl
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